Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie- =
Transistor fiir Breitband-, NF- und HF-Ver- SF ozz
stdrker sowie mittelschnelle Schaltstufen

Aomessungen: Bauform B 3/25 — 3a,
TGL 11 811

Kollektor am Gehduse

Maosse = 1 g

Zulassige Hochstwerte bis #jmax

Uceo = 33 V Ptot = 600 mW

Ucer = 33 V hei #2 = 25 °C

beiRBe = 10 © Piot = 25W

UeBo = 5V bei #c = 259°C

lc = 500 mA ¥ = +175 oC grd
I8 = 250 mA  Js = -40°C... Warmewiderstand Rtnja = 250 —34, -
Pamin = -~409C +150°C grd

Rihic = 60 —%
Kennwerte fur ¥ = 25°C -5 grd ic w

' . Strom-
Min. Typ - Max. MeBbedingungen verstdrkungs-
gruppen
Reststrome
iceo ‘ 100 nA Uce = 33 V
lIesC ' 1 uA U = 5V
Kollektor-Emitter-Spannung
Ucer 33V Ilc = 1 mA, RBe = 10 Q
Sattigungsspannung -
UcExat 1V | lc = 50 mA, IB = 5 mA
Ubergangsfrequenz
fT 60 MHz | Uce =10V, lc = 10 mA,
\ f = 15 MHz !
Gleichstromverstirkung
B 18 | | 35 A
. 28 7 B
| 56 . 140 C
L 112 280 D
- 224 560 E
450 1120 | F

* Nicht fir Neuentwicklungen

a5



